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 我々は最近シリコン基板上で化学反応や電気分解を直接行い、電極と

基板に密着した微小サイズの分子性導体単結晶を作製する手法を開発

した１）。これによりサイズ効果の測定・電界効果の測定・分子性導体の

デバイス化が期待できる。 
今回は (DMe-DCNQI)2Agの微小結晶を作製し（左図）、抵抗の温度依

存性を測定した。その結果、バルクで見られる１００ＫのＭ－Ｉ転移が

ミクロンサイズの結晶でも確認出来た。また、内藤らが報告しているよ

うに２）、結晶全体に光照射した場合２５０Ｋ付近でアノーマリーが出現

し、結晶の片側に光を当てた場合にはpn接合が形成され整流効果（右図）

が発現することも確認できた。 
一方、α－(BEDT－TTF)2I3の微小結晶に対しては４端子法による測

定を行った。その結果、バルクで見られる１３５Ｋの金属―絶縁体転移

の転移温度が１５０Ｋにシフトすることが明らかとなった。また、９０

Ｋでゲート電圧をかけたところ、±５０Ｖのゲート電圧で抵抗値が約２

倍変化した。 
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